SU 111

O

Si-npn-Darlingtontransistor. fiir elektronische Ziind-

systeme

Bauform 5 TO3
Wérmewiderstand  Renje < 1,25 K/W

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

Kollektor-Basis-Spannung . Ucso

E=0

:(ollektor-Emitter-Spannung Uceo

B=0

Kollektorstrom | lc -,
Kollektorspitzenstrom lcm
Gesamtverlustleistung Ptot

9. S 25°C

Betriebstemperatur da -40 ..
Sperrschichttemperatur iy ~-40 .,
Kennwerte bei 9. = 25°C-5K min
Kollektor-Emitter-Reststrom Icex

Use== =2V, Uce= 450 V |

Kollektor-Emitter- ) UcCEsar

Sattigungsspannung
lc=7A,Is=0,14 A

Basis-Emitter- UBEsat
Sdttigungsspannung

lc=7A, le=0,14 A
Kollektor-Emitter- Uesr)iCEO 400V
Durchbruchsspannung

ic= 0,1A .
DurchlaBspannung Urm
der Freilaufdiode

mM=7A

450 V
400 V

10A
15A
120 W

+125°C
. +175°C

max
1,0 mA

1.8V

2,5V

3,0



Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren im Metallgehiuse

. _ =
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T}. 25 °C Bau-
Prot{UcBo | Ucro | ¢ | Tom | Ty | Ucksat|Ussat P lcsi g | tp bei I3 [gl | -Upp bei-lg Ry | form
UCEX max max max max
w) | v) 4% (A) | (A) | CO (V) ) A) | (A) | (us) (A)|(a) V) (a) [(K/wW)
SU 111 120 | 450 400 10 15 175 1,8 2,5 7 10,14} 2,3 7 10,14 3 7 1,25 83
Si-npn-Darlington-Leistungsschalttransistoren im Plastgehduse
Typ Grenzwerte Kennwerte bei Tj = 25 °C Bau-
Ptot|{UcBo | Ycro | Yo | Tem | Tj | Ucksat|UBEsat 1 Ici I | tp bel Igs [lg] | -Upp bei-Iy Ry | form
UCEX max max max max
(w) | (V) (V) a)] a) | coO V) | W) A) 1) | @) || ) (a)  [(x/wW)
SU 310} 125 | 400 350 i2 15 175 1,8 2,5 7 0,14 2,3 7 (0,14} 3 7 1,2 84
SU 311} 125 { 450 400 12 15 175 1,8 2,5 7 0,14] 2,3 7 10,14 3 7 1,2 84
SU 312{ 125 | 450 400 12 15 175 1,8 2,5 10 | 0,14 2,5 10 {0,14 3 7 1,2 84
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